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A szilicium-karbid rendkiviil elényds fizikai tulajdonsagait mar tobb teriileten
hasznaljak fel, mégis igen nagy energiat forditanak a tovabbi lehetéségek megismeré-
sére. Magas olvadaspontja h6allo bevonatok készitésére teszi alkalmassa. igéretes
félvezetd alapanyag a nagyteljesitményii elektronikdban is, mert nagy a hovezetd ké-
pessége és az atiitési szilardsaga, valamint nagy aramstiriiséggel terhelheto.

Lézeres vékonyréteg épitéssel (Pulsed Laser Deposition, PLD) sztochiometrikus
céltargybol kivaldo mindségi SiC rétegeket allitottak elé. PLD-vel kontrollalt elem-
Osszetételll nem-sztdchiometrikus rétegek is eldallithatoak tiszta sziliciumbol és szén-
bol allo osszetett céltargyak felhasznalasaval. A kiilonféle osszetételii SiCy mintakat
ugy készitettem, hogy excimer 1ézer fényét forgd mintatarton elhelyezett eltéré nagy-
sagu szilicium, és szén lapokbol allo céltargyakra fokuszaltam. A vékonyrétegek a
plazmabdl a céltargyakkal szemben elhelyezett szilicium lapokon épiiltek. A mintak
Osszetétele a tiszta sziliciumtdl a vegyes szilicium-szénen at a tiszta szénig terjedt.

Az elemosszetételt 3,5 MeV-es He nyalab segitségével végzett ionsugaras analiti-
kaval hataroztuk meg. A héliumnal nehezebb elemek mérése visszaszorasos
spektrometriaval, mig a hidrogén meghatarozasa a rugalmasan meglokott magok de-
tektalasaval tortént. E mérések soran a minta feliiletét nagyenergiaju a-részecskékkel
bombaztuk, majd a visszaszorédo részecskék illetve meglokott magok energia szerinti
eloszlasabol hataroztuk meg az elemdsszetételt. A dolgozatom elsé részében azt vizs-
galom, hogyan viszonyul egymashoz a tervezett és a mért elemosszetétel.

A mintdk optikai tulajdonsagait spektroszkopiai ellipszometridval vizsgaltam,
amely a mintarol visszavert fény elemzésével lehetdséget ad a réteg vastagsaganak és
komplex torésmutatdjanak meghatarozasara. Az Osszetétel valtozasaval a komplex
torésmutato az amorf sziliciumra és szilicium-karbidra, valamint a gyémantszerti szén-
re jellemz6 komplex torésmutato értékek tartomanyaban valtozott.



